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ELEMENTY Tranzystory typu BF 214 , PÓŁrRZEWODNiKOWE 

i BF 215 Zamloat 
8N,·11/3315-16.07 I 

L Grupa katalogowa 1923 

,. Przedmiot normy. Przedmiotem normy si.' szczeg6łowe 

wy,na s"" ,a dotyczęce krzemowych tranzystorów n-p-n ma­

ł .. j mocy, \/\"elk ;ej częstotliwości, wykonanych technologię 

.mitaksjal'1o ,-r>Ip.narnę t ypu BF 214, BF 215 w obudowie 

metalowej, pr? . ' ?naczonych ' do sprzętu powszechnego użyt­

ku oraz urzędzeń wymagajęcych zastosowania elementów o 

wy .>okiej i b d:'dzo w y,;,oki·~j jakości. 

Tranzystory typu BF 21'4 przeznaczone sę do ' pracy we 

wzmacniaczach pośredniej częstotliwości odbiorników ra­

diowych AM-FM i wzmacni aczach pośredniej częstotliwoś­

ci toru fonii odbiorników TV. 

Tranzystor' y typu BF 215 przeznaczone sę do pracy we 

wstępnych stopniach i mieszaczach odbiorników radiowych 

FM. 

Kategoria klimatyczna - wg PN-73/E-04550. 00 dla tran_ 

zystorów: 

- standardowej jakości (poziom jakości Il 

- wysokiej jakości (poziom jakości ill l 

, 40/125/04. 

40/125/21, 

- bardzo wysokiej jakości (poziom jakości Iv) 40/125/56. 

2. Przy\<ład oznaczania tranzystor6w 

al standardowej jakości: 

TRANZYSTOR BF 214 BN-81/3375-31/02 

.... 
"" -... 

1 

~ 

bl wysokiej jakości : 

TRANZYSTOR BF 214/3 BN-81/3375-31/02 

cl bardzo wysokiej jakości: 

TRANZYSTOR BF 214/4 8N-81/3375-;31/02 

3. Cechowanie tranzystorów powinno zawierać nast\,pu-

jęce dane: 

al nazwę p r oducenta lub znak fabryczny. ' 

bl oznaczenie typu (pOdtypu), 

cl oznakowanie dodatkowe dla tranzystor6w wy!OPkleJ 

bardzo wysokiej jakości. 

Tranzystory wysokiej jakości powinny być znakowane 

cyfrę 3 , a tranzystory bardzo wysoklej jakości cyfrę" u­

miesiczonę po oznaczeniu typu. 

4. Wymiary i oznaczenia wyprowadzeń tranzystora - wg 

rysunku i tab I. l . 

Elementy obudowy - wg PN-72/T-01503: 

arkusz 29 - podstaWił 812, 

arkusz 55 - obudowa C7 

Oznac;zenie obudowy stosowane przez producenta - CE25. 
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Kolektor (el tran:z;ystora Jest połęczony elektrycznie z obudowę. 

ZgłolZona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodnik6w 
U.tanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia PrzemYIlu Podzelpoł6w I Materloł6w Elektronicznych 

UNITRA.ELEKTRON dnia 26 .Ierpnia 1981 r. jako norma obowiqzujClcc:a od dnia 1 .tycznla 1982 r. 
(Dz. Norm. I Miar nr 19/1981 poz. 17) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1981. Druk. Wyd. NDrm. W'WD, Ark. wyd. 1,80 .... akl. 2600 + 55 Zam. 2870181 C.n •• 1 10,10 
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Tablica 1. Wymiary 
.. 

Symbol Wymiary, mm 

wymiaru 
min nom 

A 4,3 -
'Q - 2,54 1) 

, 

9 b3 - -
9D 5,3 -
9 D1 4,5 -

F - -
j 0,92 1,041) 

k 0,5 -
I 12,7 -
~ - -
~ - -

1) Wymiar teoretyczny. 

max 

5,3 

-
0,53 

5,8 

4,9 

l, O 

l, 16 

1,2 

. 
- , 

-
-

9N-81j337>31.02 

Kęt 

stoDnie 

nom 

-

-
-
-
-

-
-

-
-

45 

90 

5. Badania w arupie A, .B. C iD - wg ark. 00 P. 5. 1. 

6; Wymagania szczes6łowe dla badań gruDy A. B. C i D 

a) badanie podgrupy Al - sprawdzenie wymiarów; A, 

D , l wg rysunku i tabl. l, 

b) badania podgrupy A2, A3, A4 i C2 - wg tabl. 2, 

c) badania grupy B, C i D - wg tabl. 3, 

d) parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po ba-

daniach grupy Bi C i D - wg tabl. 4. 

7. Pozostałe postanowienia - wg ark. 00 niniejszej nor-

my. 

Tablica 2. Parametry elektryczne podstawowe sprawdzane w badaniach podgrupy Ą2. A3. A4 i C2 . 

I Kontrolowany 
Wartości graniczne 

Podgrupa Rodzaj Metoda pomiaru Jed-
badań badania parame.tr wg PN-74jT-01504 

Warunki pomiaru 
nostka BF 214 BF 215 

/ 

min max .nIn max 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

-
Sprawdzenie pod- I CBO ark. 05. UCB • 10 Vi Ii. O nA - 100 - 100 

stawowych para-
U(BR)cBO ark. 04 fC· 10 pA; fE. O V ~ 30 A2 metrów elekt rycz- - -

nych 
U(BR)cW ark. 03 fe· 2 mA; IB· O V 30 - 30 -
U(BR )EBO ark. 04 IE• 10 !-lA; Ic. O V 4 - 4,5 -
h2lE ark, 01 IC.' mA; UCE ·IO\, - 90 330 40 165 

-
UBE ark. 01 le· 1 mA; UCE • lO\, V --- - 0,65 0,74 

f T ark. 24 Ie· 'I!1A ; Uc .10V 
MHz 150 Sprawdzenie dru-

E . - - -
Al 

. f- 100 MH~ . 
gorzł'dnych para-

e2 
metrów elekt rycz-

fe· 1 mA; [leE ·lOV nych - C12es 
ark. 23 pF - - - 0;7 

- f - I MHz 

Tbb Ce ark. 25 re· 1 mA; UCE ·10 V, 
ps - 22 - 15 

f- 50 MHz 

Sprawdzenie Para. 
metrów elllktrycz-

JCBO ark. 05 VBe • 10 V; A4 nych w tumb -
JE - O !-lA - ' 50 - 50 

• 125 Oc (poziom 
III I IV) . . 



• BN-SI/337~31. 02 

Lp. Podgrupa badań Rodzaj badania Wymagąnla szczegółowe 

1 2 3 4 

Sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej 
próba Ub, . metoda 2: 2,5 N; 3 cykle 

wyprowadzeń próba Ua, : 5 N -
I 81, CI 

Sprawdzenie szczelności 
prÓba a..; poziom nieszczelności -

-6 3/ 6,65 -10 Pat dm s 

2 B3 
Sprawdzenie wytrzymałości na spacl<i połoienie tranzys.tora w czasle spadarlla: 
swobodne wyprowadzeniami do gÓry 
o · 

• 3 B4, C4 
Sprawdzenlewytrzymało~ci na udary 

mocowanie za obudow, 
wielokrotne 

4 B6, C6 
Sprawdzenie odporności na nara:t:.eola IJ<ład OB wg PN-7B/T-01515 
elektryczne tabl. 5, -1E;- 20 mA, Uca - 8 V 

5 C3 Sprawdzenie masy wyrobu 0,5 g 

Sprawdzenie wytrzymałości na przyśpie- kierunek probierczy: obydwa kierunki 
szenla stałe wzdłui osi wyprowadzeń, mocowanie za 

i obudowf 
6 C4 Sprawdzenie wytrzymałości na udary wie-

lokrotne 
mocowanie za obudow, 

Sprawdzenie! wytrzymałości na wibracje mocowanie za obudow, 
o stałej cz,~otllwo'cl , 

I 

7 CIO Sprawdzenie wymiarów wg rysunku i tabl. • 
S 

.. Dl Sprawdzenie odporn~cl na niskie ciśnie- temperatura naraienia 250 C 
(poziom JakoScI III i IV) nie atmosfer vczne 

g 04 Sprawdzenl~ wytrzymałości na pleśń brak pOrostu pieśni po badaniu 

lO 05 , Sprawdzenie wytrzymałości na mgł, soln{l połoienie tranzystora dowolne 

Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie I po badaniach grupy Bi C i D (poziom I. III IV) 

Wartości graniczne 
Oznaczenie Metoda pomiaru Warunki Podgrupa badań . Jednost-

literowe wg pomiaru ka BF 214 BF 215 
parametru PN-74/T -o 1504 

mln max mln max 

1 2 3 4 5 6 7 S - g 
.. , .. 

-
BI, ·CI, 83, B4 

,. B5, CZ. C4,. C5 nA - 100 - 100 

lcao ark. 05 Uca - lO V C7, Cg, Oli) 

lE - O. 
BI5, C6, CS nA 500 500 - -
CZ 1)' ł-IA - 50 - , 50 

BI, 83, B4, ·B5 

CI, C2, C4, C5 - gO 330 40 165 

h21E 
ark. Ol lC -I mA 

C7, Cg 
VCE - 'OV 

B6, C6, CS - 72 400 32 200 

C2 1) - 45 - 20 -
1)W czasie badania. 

KONIEC 

Informacje dodatkowe 



Informacje dodi:ltkowe do BN-81/3375-31. 02 

• 

INFORMAC.JE DODATKOWE 

l. Instytucia opracowuj,acl! normę - Naukowo-Produkcyj­

ne Centrllm Półprzęwodnlk6w, Warszawa. 

3. SymbolKTM 

BF 214 - 1156213406007 

BF 2'1 5 - 1156213407008 

-
4. Wall'tości dopuszczalne ,-wg rys. 1-1 i tabl. I-I. 

2, Nor.my zwiezane 

PN-73/E-04550.00 Wyroby elektrotechniczne. Proby śro­

dowlsRowe. Postanowlenlaog61ne 

PN-72/T -01503.29 Elementy p6łprzewomlkowe. Zarys 

wymiary. Podstawa B12 

PN-?2/T -01503.55 Elementy półprzewodnikowe. Zarys 

wymiary. Obudowa ,C7 

PN-74/T -01504.01 Tranzystory. Pomiar h
21E 

VBE 

napi,cle 

• 
PN-74/T -01504.03 Tranzystory. Pomiar napl,ć przebiCIa 

V(BR) CEO)' V(BR) CES' U(BR) CER' D(BR )CEX ' 

PN-74/T-01504.04 Tranzystory. Pomiar napi,ć przebicia 
\ . 

V(BR )cao) i V{BR')EBO 

PN-74/T -Ot504. 05 Tranzystory. Pomiar pri\d6w wstecz-
• 

nych lCBO i lEBO 

PN-74/'r -01504.23 Tranzystory. Pomiar paramet'r6w [ y ] 

w zakresie w. cz. 

PN-74/T-01504.24 Tranzystory. Pomiar modułu Ih
21e 

I w 

zakresie w. cz. i cz,stotliw,ości f T 

PN-74/T -01504.25 Tranzystory. Pomiar stałej czasowej 

sprz,!enia zwrotnego T bb " Cc 

PN-78/T-01515 ' Elementy p6łprzewoa-oikowe. Og6lne wy-

magania i badania 

Rezystancja termiczna zł{lcze - otoczenie 

Rth(j_a)~900 K/W 

Rezystancja termiczna zł{lcze - obudowa 

R th (j-c) :s;; 500 K/W 

'F l1~ 
er 2'5 
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IBN-8113375 - 31,02-I-11 
BN-79/337S-31.oo Elementy półprzewodnikowe. Tranzy- Rys. 1-1. Zale!ność dopuszczalnej wartości całkowitej 

story małej mocy wielkiej częstotliwości. Wymagania i 

badania 
mocy wejściowej na wszystkich elektrodach od temperatury 

Ptot = f (tamb) 'Ptot • f (tcase) 

Tablica 1-1 

Wartości dopuszczalne 
Lp. Oznaczenie 

parametru 
Nazwa parametru Jednostka 

, BF 214 I BF 215 

l 2 3 4 5 

l VCBO Napit'c1e kolektor-baza V 30 

2 V EBO Napięcie emitel'-baza V 4 

3 V CEO Napl,cle kolektor-emiter , V 30 
. 

4 lC Pri\d kolektora mA 30 

5 lB Pr{ld bazy mA l 

o 
165 

Całkowita moc wejściowa (sta- t amb• 25 C mW 
6 Plot ła lub śremla) na wszystkich o 

tccu• 25 C 
. 300 elektrodach 

7 '; Temperatura zł{lcza Oc 175 -

8 t cmb Temperatura otoczenia w czasie pracy Oc ..:40, ••• ,+125 

SI t lłu Temperatura przechowywąni a Oc -55, ••• ,+175 

" 
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5. Dane c harakterystycz np. - w g ,r ys . 1-2 + 1_24 i 
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Rys. 1-5. Charakterystyka przejściowa le '; f (IB ) 
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Rys. 1-6. Zale!ność statystycznego wsp6łczynnika wzmoG­
nlenla pr~dówego znormalizowanego od pr{ldu kolektora 
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Rys. 1-8. Zaleiność CZttstotllwOŚi::1 granicznej od pr{ldu 
kolektora f T- j (Je) 
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Rys. 1-7. Zaleiność pojemności sprzęienia , zwrotnego od 

napięcia - C lU =1 (UCE ) 
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Rys. 1_9. Zaleiność stałej czasowej sprzęienia zwrotnego 
od pr{ldu emitera Tbb Cc" JUE ) 
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. Rys. 1-10. Zale!ność wsp6łczynnlka szumów ' I oPtymalnej 
konduktancjl od częstotliwości F I G. opl· <t) J 
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Rys. 1-12. Zalotność parametrów Y od częstotliwości 
Y=f(f) 
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Rys. 1- ". Zaletność parametrów Y od cz,stotllw06cl 
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Rys. 1-13. Zaletność admltancjl wejściowej od pr{ldu emi­

tera g"t; Cllt -j(lE) 
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Rvs. 1-14. Zale!ność 'admitancji i przenoszenia wstecz od 

pr\łdu em i tera I Yl 2e I j '1'1 2 e • f (JE) 

9m M 214 - -
(,v,SJ &F 215 

II' 
t---+-+-..L.....Ift-j~F---t-+-H+H+I C tze 
I---If-~g,tr:!:.e jq,oIIIrt+l--4-H-+-l4+l-l [pF] 

r--+-+-r+r~---+-+ 2~ 

:$i 

IBN-B17331S 31.02-1-161 

Rys. 1-1'6. Zale!ność admitancji wyjściowej od prędu emi­
tera 9 22e ; C 22 e "'! UE ) 
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Rys. 1-15. Zale!ność admitancj i przenoszenia w przód od 

prędu em i tera IY21e li'P21 ,, -! U
E
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Rys . 1-17. Zale!ność admitanc ji wejściowej od prędu emi­

tera 9ITbjCllb"!UE) 
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Rys. 1-18. Zale!ność admitancji przenoszenia 

pr.ę.du emitera IY,2eli'P,2e" f(lE ~ 
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Rys. 1-20. Zale!ność admltancjl wyjściowej od prędu emi­
tera 922e ; Cne "'f(1E ) 
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Rys. 1·· 19. Zale!ność admitancji przenoszenia w przód od 
p"ędu emitera ·IY?, ,. 'PZl = f (I ) _.e' e E 
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Rys. 1-21. Zale!ność admltancjl wejściowej od pr,du emi-
tera g ; ClI .. f(l ) 
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